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はじめに 

近年の LSI 内素子の微細化に伴う問題の解決

策として、光配線が注目されている。そこで我々

は、半導体薄膜光集積回路を LSI 上にハイブリッ

ド実装する技術を提案しており、光源をはじめと

した一連の光素子の研究を行っている[1-2]。中で

も、光検出器は、回路全体の性能を律速する要因

にもなっており、小型・高速・高感度化を同時に

実現するような構造が強く望まれている。 

今回、Si 上集積型 GaInAs バルク吸収層薄膜

p-i-n フォトダイオード（PD）の高速特性の評価

を行ったのでご報告する。 

結果 

集積型薄膜 GaInAs/InP-PD の構造を Fig. 1 に

示す。吸収層としてGaInAsバルク（厚み 120 nm）

を用いており、その両側に p- と n-InP を形成し

た横方向接合型 p-i-n 構造となっている。実験に

おいては、吸収長 L= 30 μmとストライプ幅 Ws = 

0.7 μm の素子を用いて、バットジョイントされ

た GaInAsP 細線導波路を通して光を入射するこ

とで高速動作測定を行った。Fig. 2 に小信号応答

特性を示す。バイアス電圧-3 V において 13.3 

GHz の飽和遮断周波数を得たことを確認した。 

Fig. 3 に、疑似ランダム信号 (NRZ; 27-1) を用

いた大信号応答測定結果を示す。バイアス電圧-3 

V において 20 Gbps までの明瞭なアイ開口が得

られた。また、10 Gbps 伝送の場合-13 dBm、20 

Gbps 伝送の場合-10 dBm の入力パワーを用いて

10-9以下の BER 特性が得られた。今後は、素子

の短縮化および層構造を改善することによって

接合容量を低減し、さらなる高速動作を目指す

[3] [4]。 
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Fig. 1 Schematic of GaInAs/InP p-i-n membrane PD. 

bonded on Si substrate. 
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Fig. 2 Cut-off frequency at different Vb. 
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Fig. 3 (a) Eye pattern up to 20 Gbps; 
(b) BER characteristic at bias voltage of -3V with 

PRBS signal (NRZ; 27-1). 
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